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deomento del invento

Una estructura de panel de vidrio
para corriente conaiste en dos paneles estructurados
similarmente, que tienen sustratos de vidrio, sepe~
rados uno de otro aproximadamente 0;101-0,12% mm,
En cada panel se encuentra presente una serie de di
bujos de conductores o lineas netalﬁfgicos en formea
de bandas paralelas, en relieve sobre la supsrficie
del sustrato de vidrio. Cada uno de los conductos
metalirgicos consiste en un emparedado de conducto-
res eléctricos, por ejemplo, con una primera capa
de emparedado de cromo, una capaﬁcentral de cobre ¥y
una capa superior de cromo, El cobre sirve como me
tal que lleva a la corriente de semi-seleccidn a una
“mancha" de gas situada entre dds emparedados similg
res dispuestos perpendicularmente. El cromo humede-
ce el sustrato de vidrio de modo que el cobre depo-
sitado se adhiere al vidrio a través del cromo. La
capa superior de cromo protege gl cobre de un vidrio
blando depositado subsiguientemente & baja tempera~
tura que es aplicado en estado fluido y tembién pro
porciona adhesidn para cuslquier recubrimiento vitreo
que pueda aplicarse. ’

Este vidrio de punto de reblandecimiepn

to de temperatura baja sirve como capa dieléctrica
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para proporcionar el acoplamiento capacitivo adecug
do del campo de los electrodos a través del espacio
de gas y debe ser de un egpesor correcto y uniforme
dependiendo de su constante dieléctrica. ILa razén
por la que se emplea un vidrio de punto de reblande-~
cimiento bajo es porque durante el procedimiento de
su aplicacidén, cuando se emplea la técnica de aplicg
cién en estado fluido, debe evitarse la distorsién
del sustrato subyacente y debe reducirse al minimo
el ataque del componente metalirgico delgado y es-
trecho empleado en 1a_fabricacién de paneles de vi-
drio, Sinaembargo, los vidrios de punto de reblan-
decimiento bajo casi siempre contienen plomo y este
Wltimo tiende a ser muy corrosivo para el cobre.
Cuando se han hecho intentos pare pasivar el cobre
antes de recubrir este dltimo con vidrios blendos,
la reproduccién no ha sido fisble. Ademds, cuando
el vidrio se funde sobre el componente metaldrgico
en relieve y, particularmente cuando tal capa de vi-
drio es delgada, la superficie tiende & ser irregu-
lar, encontréndose tal irregularidad en forma de on-
dulaciones no uniformes sobre dicho componente meta~
ldirgico en relieve.

Adicionalmente, en aquellos casos en

los que deben emplearse dieléctricos muy delgados
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sobre el componente metalirgico en relieve y el es~

pacio entre los conductores es excesivamente peque-~
fio, ciertos disléctricos viscosos no fluirén hacia
los espacios intersticiales entre los conductores,
dando como resultado una descarga inadecuada en los
electrodos adyacentes en lugar de entre los electro-
dos opuestos debido a variaciones de la capacitan-
cia,
El Invento

Un sustrato de vidrio, que puede ser
duro o blando, se recubrecon un materisl de enmascg
ramiento y por cuslquiers de las téenicas fotolito-
gréficas adecuadas, bien conocidas en la téenica,
se forma en la miscars un dibujo de linea fina. EIL
sustrato se atace quimicamente a través de la mésca~-
ra por un compuesto guimico en himedo o por téenicas
de ataque quimico por deposicidén con descarga eléc-
trica. Cuando se desea una relacidén, de aspecto, se
prefiere la técnica de ataque quimico por deposicidn
con descarga eléctrica.

El componente meteldrgico deseado se
evapors en la superficie de ataque quimico del panel
a una temperatura superior a la temperatura ambiente.
Cuando la estructura se enfria, el elevado coeficien

te térmico del componente metalirgico hace que se se-
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pare ligeramente de las paredes del conducto reba-
jado stacadas quimicemente del panel del vidrio.
Consecuentemente, durante el empleo normal del dis-
positivo de exhibicidén de imagen de panel de vidrio,
cuando el panel se calienta algo o duranie los ci-
clos térmicos dursnte la fabricacidn, el componente
metalirgico gl mismo tiempo que se expande no crea
tensiones indebidas en la estructura estratificada.

La méscara y el metal de recubrimien
to se éeparan por desconchamiento de bolsas o por
disolucidn directa, dejando el dibujo de conductores
en forma de componenté metaldirgico incrustado. El
panel se recubre con MgO puro o unsz mezcla de Sio2
y Mgo o cualquier otro dieldetrico adecuado de espe
sor suficiente para proporcionar la capacitancia re-
queride para el panel, Tal dieléctrico se evapora,
ge deposita con descarga eléctrica, se pulveriza con
plasma o se funde. Independientemente de cual sea
el procedimiento, el componente metaldrgico estéd
protegido por las paredes de vidrio, contra incluso
el empleo de un dieléetrico fundido de alta viscosi-
daed, tal como vidrio.

Un objeto de este invento es fabricaer
un dispositivo de exhibicidn de imagen de panel de

gas que tiene una alta fisbilidad de comportamiento,
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Otro objeto de este invento es pro-
porcionar un dispositivo de exhibicién de imagen
de panel de vidrio cuya duracidén se prolonga medisn
te la manere por la cual es fabricado.

Los anteriores y otros objetos, ca-
racteristicas, y ventajas del invento seréin eviden-
tes de le siguiente descripcidn mds particular de
las reslizaciones preferidas del invento tal como
se ilustren en los dibujos que se acompafian,

Descripeidn de los Dibulios

Las Figuras 1 a 4 son diversas eta-
pas, en secuencia, seguidas en la febricacidén de un
par similar de paneles de vidrio mejorados que for-
man este invento.

- LasPFigures 5 y 6 son las etapas fina-
les en la fabricacidn del panel de vidrio completo.

Como se ve en la Figura 1, se empie~
za con un sustrato de vidrio 2 que puede tener unas
dimensiones ragonables, y un dispositivo de exhibi-
cién de imagen representativo, elegido gara ilustrar

el invento seria el de aproximadsmente 76,2 x 152,4
mm y eproximadamente un espesor de 3,67-6,35 mm, Un
vidrio adecuado es identificado por sus fabricantes,
Corning Glass Co., como vidrio 7059. ZEmpleando pro

cedimientos de enmascaramiento y fotolitogréficos
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apropiados, bien conocidos en la técnica, la super-

ficie del vidrio 2 se recubre con una méscara 4 y

" luego se ataca quimicamente hasta una profundided

de 0,0025 a 0,0050 mm, Aunque puede emplearse cual
quier agente de ataque quimico adecuado, se empled
un agente de ataque quimico T que consiste en una
solucidn saturada de 40% de fluoruro de aminio y

70% de agua. 15 partes de &4cido fosfdérico se mez-
claron con 85 partes de la solucidn saturadas de flug
ruro de amonio, y tal mezcla ataca al vidrio a tem-
peratura ambiente, a unsa velocidad de 1‘F,por cada
10 minutos.

Después de que ha sido stacado quimi-
cemente el espesor de vidrio apropiado, tal como se
muestra en la Figura 2, se lava el panel de vidrio
y se deposita el componente metaldrgico deseado 6.
Tel componente metelirgico 6 puede ser un metal sim
ple, o un compuesto metélico de cromo~cobre~cromo,

o cuelquier metel simple o compuesto adecuado pare
las necesidades de corriente y la temperatura de fun
cionamiento del panel de vidrio.

La porcidn 4 de la méscara y el metal
6 situado encime se separan bien por desconchemien~
to de bolsas o por disolucidn de la méscara dejando

el metal incrustado 4 encajado con la superficie su~
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perior del vidrio, o tal metal puede ser aplanado
por pulido si existen protuberancias por encima de
la superficie superior, sunque esto es inecesario

gi se controla cuidadosamente la velocidad de depo-
picidén del metal. El MgO puro 8 o una mezcla de
5i0, y Mg0, o cualquier otro dieléctrico de funcio-
namiento similar, se aplica ﬁor deposicidn con deg
carga eléctrica 0 por evaporacidén con haz de elec-
trones o cualquier otro medio adecuado. Los vidrios
pueden ser pulverizados sobre una frita y luego aplli
cados en estado fluido mediante suministro de calor
0 pueden ser evaporados con haz de electrones, pul-
verizado con plasma o depositedos con descarga eléc-
trica sobre el panel, sobre el componente metalirgi-
co enterrado 4, BEste dieléctrico puede ser vidrio
que tiene una sustancia emisora de electrones in-
corporada en él, cuyo coeficieﬁte térmico de expan-
sién es del orden de 6~9x10"6, aunque los metales
tienen coeficientes térmicos de expansidén que son
mucho mayores en orden de magnitud que el del vidrio.
Por consiguiente, cuando el panel se calienta duran-
te la aplicacidn del dieléctrico; el metal incrusta~
do llega a ser incrustado més firmemente en su ca~
vidad, impidiendo la incorporacidn de dieléetrico

entre la pafed de una cavidad y su componente meta~
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ldrgico asociado,

Se ha encontrado gue es particular-
mente eficaz condiruir un panel en el que el coefi-
ciente de expansidn del sustrato 2 y una ceps die-
léctrica de recubrimiento 8, sean iguales. Para
conseguir esto, el mismo material que el sustrato 2
se fabrica bien por deposicidn con descarga eléctri
ca o por evaporacidén con haz de electrones sobre él1,
en el procedimiento de recubrimiento del componente
metaldrgico. En el caso anterior, seria necesario
aplicar a la estructura as{ formada una capa supe-
rior delgada de un segundo material que tuviera un
coeficiente emisor de electrones secundarios eleva-
dos, si no fuera suficiente el del dieléctrico ori-
ginal que fue depositado con descarga eléctrica o
evaporado por haz de electrones.

En la Figura 3, el dieldetrico 8 pue-
de desempefiar el doble papel de un dieléetrico y una
capa emisors de electrones que aisle el componente
metaldfgico de un panel del componente metalirgico
de su panel acompsfisnte, que lo unird herméticamen-
te y también serad capaz de inyectar electrones en el
material gaseoso contenido entre los dos paneles her
méticamente obturados., En la FPigura 4, la capa di-

eléctrica 8 emisora de electrones secundarios no ne-
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cesita ser depositada con descarga eléctrica o apli
cada de otro modo directamente sobre el componente
metaldrgico. BEn lugar de ello, un vidrio u otra cg
pa dieléctrica adecuada 10 se interpone entre el
componente metalﬁrgico 6.y el dieléctrico emisor de
electrones 8. ZEn general, para una capacitancia
deseada, cuanto mayor sea la constante dieléetrica
del vidrio 10 o del dieléctrico emisor de' electro-
nes 8, mgyor debe ser el espesor de estas peliculas
que han de fabricarse cuando se comparan con mate-
riales que tienen una constante dieléctrica infe-
rior; y los puntos de reblandecimiento de la capa

8 o 10 deben ser mayores que el punto de unidén hexr
mética del panel de vidrio 2 cuando su panel pare-
ja estd unido herméticamente a é1.

La Figura 5 ilustra como dos paneles
de vidrio, cada uno fabricado tal como se ilustra
en las Figuras 1-4, se transforman en un dispositi-
vo de exhibicidén de imagen. El panel superior 12
se colocag encima de un panel 2 con el componente
metaldrgico paralelo 6 del panel superior en angu-
los rectos respecto al componente metalirgico para-
lelo 6 del panel inferior. Un material de junta
hermética representativo es uno fabricado en forma

de un entramado rectangular 14 de una varilla de

- 10 ~
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vidrio sélido conformado tubularmente de un didmetro
de 0;101 - 0,152 mm o de una cinta de vidrio o una
frita de vidrio. ©Se coloca en la parte superior del
panel 2 y en el segundo panel estd situado encima
del primer panel 2 de modo que todas las ineas metd
licas paralelas de un panel sean perpendiculares a
todas las lineas metélicas paralelas del segundo pa~
nel. Los dos paneles se aseguran en posicidén y se
colocan pesos sobre el panel superior 12 y se inter-
pone un diafragms en los bordes de la placa para de~
jar una separacién de place minima cuando se aplica
calor uniformemente a ambos paneles. Despuds de un
tiempo previamente determinado, el vidrio de junta
hermética 14 y los -pesneles 2 y 12 se funden junta-
ment;; con el didmetro de la varilla de vidrio de
Junta hermética 14 o cinta de vidrio de junta hermé-
tica, shora rebajada hasta un nivel en donde la se-
paracién entre los paneles es de O, 076-0 ,101 mm,

Se perfora un agujero 16 solamente a
través de uno de los dos paneles de vidrio 2 o 12 y
a la abertura se suelda con vidrio un tubo 18, El
espacio de O 076-0 101 ..entre los dos paneles se po-
ne bajo vacio a través de dicho tubo 18 y se inser~
ta una mezcla de nedn y 1/10% de argén u otra mezcla

gaseosa adecuada a través del tubo a una presidén de

- 11 - )
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350~550 Torr. El agujero 16 se cierra herméticamen
te después de que el gas ionizable haya sido inser-
tado por vaciado del tubo 18 ¥y se conectan las con-
ducciones de corriente adecuadas 20 y 22 a cads una
de las lineas metdlicas de ambos paneles de vidrio,
Como es gabido en la técnica; ¥y no constituye parte
del presente invento, las corrientes coincidentes
que pasan a través de los dos conductores dispues-
tos perpendicularmente ionizaran el gas, haciendo
que este dltimo llegue e emitir luz en el penel en
la proximidad inmediata de la interseccidn de tales
conductores. Se necesiten voltajes inferiores a
través de dichos conductores 20 y 22 para mantener
dicho gas en su estado radiente. El borrado de la
informacidn, o el enfriamiento brusco de la luz en
un sitio, ocurre cuando los voltajes simulténeos de
una polaridad opuesta a la utilizada paras encender
una mancha se envian a traves de un par de conducto-
res perpendiculares asociados con dicha mancha,

La presente solicitud que correspon-
de a la presentada en Estados Unidos de América, con
fecha 30 de Noviembre de 1.9;2, bajo el ndmero
311,022 se acoge a los beneficios del Articulo 51

del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial,

- 12 ~
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invenéién, propia ¥y nueva, que
Se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios,
5 son los que se recogen en las reivindicaciones siguien
tes: '
la,~ Un método de fabricar un panel de una
estructura de un dispositivo de exhibicidn de imagen
por descarga en gas, que comprende las operaciones de:
10 (a) disponsr una base de soporte de vidrio que tiene
ung superficie superior, (b) crear por ataque quimico
ranuras paralelas y uniformes en dicha superficie de
vidrio, (¢) rellenar dichas renuras con material eléc
tricamente conductor y (d) aplicar uns capa uniforme
15 y delgada de un materisl dieléctrico sobre dicha su-
perficie superior para recubrir dicho material eléctri

camente conduotor.
28,~ Un método segin la reivindiocacidén 18,

en el que la operacidén (d) se ejecuta depositando por

20 pulverizacién catédica una capa delgada de vidrio so-

T=1~76 : -13 -
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bre dichse superficie superior para cubrir dicho mate~
risl eléctricamente conductor.

38,~ Un método segdin la reivindicacién 22,
en el que dicho medio depositado por descarge eléctri
ca tiene un material emisor de electrones incorporado
en él. _

48,~ Un método segin la reivindicecién 32,
en el que dicho material emisor de electrones es é6xido
de magnesio.

58,-~ Un método segin las reivindicaciones 1&
6 28, en el que el material dieléctfico aplicado a di-
cha superficie superior tiene el mismo coeficlente de
expansién que dicha base de soporte de vidrio.

68,~ Un método segin la reivindicacidn 12,
en el que la opsracién (d) se ejscuta haciendo fluir
una cape de vidrio (fundido) sobre diche superficie su
perior de modo que cruce & dicho materisl eléctricamen
te conductor.

T8, Un método segtin la reivindicacién le,
en ol que la operacién (d) se ejecuts evaporando por
haz de electrones un material disléctrico sobre dicha
superficie superior a f£in de cubrir dicho material eldg
tricamente conductor.

88,~ Un método segin la reivindicaciép le,

en el que la operacibén (d) se ejecuta pulverizando por

-14 =
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plasme un materisl dieldctrico sobre dichs superficie
superior a fin de cubrir dicho material eléctricamente
conductor,

96,~ Un método segin la reivindicacién 18,
en el que dicha capa dieléctrica delgade emisors de
electrones se aplica & dicho material dieléctrico.

108,~ Un método de fabricar un panel de uns
estructura de un dispositivo de exhibicién de imagen
Poxr descarga en gas.

Tal y como se ha descrito en la Memorie qué
antecedo, representado en los dibujos que se acompafian
¥ para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de quince hojas escritas

& mAguina por una sola cara.

Madrid, ]ﬁ ENE.?Q?&
P.A. f

'Alberto de Elzauuip

- 15 =
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